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Capacidad de Juntura

La variacion de la inversa del cuadrado de la capacidad en funcién de la tension de una
juntura P*N en el rango de tensiones negativas ajusta bien con la siguiente expresion:

2 = —_ -2 = S =
1/C? = (1,88-2,41xV,) pF?|. [V,] = V S —
Determinar [@s concentraciones de dopantes. Eo = 885 ﬂ:/cm

G; _
| : qesNoNg e =117

CJ(V): 2(¢B_V)(Na+Nd) A =10%cm?

n = 1019 cm3

V. =259 mV
CJ'O\ [C'J] = F/emN2 V'l'\O(X)A e s m—

e [Cj] = F P N

ooy C=AXCY N >

ler Cuatrimestre 2020 86.03/66.25 Dispositivos Semiconductores



Capacidad de Juntura

La variacion de la inversa del cuadrado de la capacidad en funcién de la tension de una
junturd P*N,en el rango de tensiones negativas ajusta bien con la siguiente expresion:

1/C? = (TBR-2,41xV,) pF=. [V,] = V A
Determinar laszxconcentraciones de dopantes. ‘ £ = 88.5 fF/cm
G U qesNaNg g =117
CJ(V) _ ' : A=10%cm?
\) 2dp = V)Wt | 00 e
2 .V, =259mV

1 20ps|- V)
2 —
> C’j QES%’
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Capacidad de Juntura €, =885 fF/cm

—B_A g, =117

iN,; N,? I ) At lorem
|L E_ 1,84 —2,41K VD)pF : n =10°cm?

j V. =259mV

1 200,V | 2 ¢ _ 2
C qA e, N, q Ar"2 ESi ND B q Ar~"2 ESI N

2 B A
N, = : =5 x 10~14 cm-3 QS = _B/A=780 mV
q Ar*2 ESI (-A)

nin2 8 -3 { f
NA:—,\TD— eXP(PI’\l b / Vth) = 2.47 X10 cm CJO - 1/3 =0. 73PF
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